


















































专利名称(译) 鞍形通道薄膜晶体管，用于驱动超高分辨率显示器中的微型LED或oled
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摘要(译)

控制发光二极管（LED）或有机发光二极管（OLED）的薄膜晶体管
（TFT）包括被配置为在TFT的漏极区域和源极区域之间延伸的鞍形沟道
的沟道区域。鞍座通道由通道材料沉积在鳍片结构上形成，并且鞍座通
道的轮廓由鳍片结构的轮廓限定。用于鞍座沟道的沟道材料的沉积可以
通过以下来执行：（i）非晶硅的原子层沉积（ALD）; （ii）非晶硅的
ALD，然后退火形成多晶硅;或（iii）通过ALD，等离子体增强原子层沉
积（PEALD），化学气相沉积（CVD）或等离子体增强化学气相沉积
（PECVD）之一沉积铟镓锌氧化物（IGZO）材料。
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